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日歯大 ･新潟歯 松 元 和 幸
神奈川大･工 阿久津 泰 弘
スピングラスなどのランダム系を研究する際には,たとえ特別な場合であっても厳密に解け
るモデルを考察することには意味がある｡なぜならば近似にたよっていてはランダム系の特質
を容易に見失ってしまう場合があるからである｡ここでは解ける二次元のランダムイジングモ
デルではもっとも一般的な場合であろうと思われる,拡張されたMcCoy-Wu型ランダムイジ
ングモデルの厳密解を求め,物理量を数値的に評価する｡
ここで考える拡張されたMcCoy-Wu型ランダムイジングモデルは次の-ミル トニアンで与
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